
デバイス／基盤技術／製造プロセス技術

分野 講演№ 講演名・発表者・発表者所属 コメント

Carrier Lifetime 

Device Manufacturing 

Th-2A-3

Low-Voltage Devices  

High-Voltage Devices

Mo-2A-4
（1）

これまでライフタイム改善プロセスとして既に報告されている"長時間酸化"および
"カーボン注入+アニール"に関して、国外のグループが追試し、両プロセスを比
較したという点で興味深い発表であった。

We-P-69
（1）

TSDだけでなく、TEDも酸化膜信頼性を低下させるというのは、これまでの説と異な
り、重要な発表と思われる。

(PiN )Diodes Tu-P-21
（1）

薄ウェハ化による低抵抗化まで議論されはじめている現状は、ある意味行き着くと
ころまで来ているのかと感じた(@infineon.com)

MOS Processing & 
Characterization

We-2A-5
（２）

　
①難しい評価を系統的に行って素晴らしい知見を得ていた。

②MOS界面の基礎的な物性を分析し、界面元素の結合状態やバンドオフセットについ
て調べている。特にSi面とC面の違いを議論している点が興味深かった。　
　　

MOS Processing & 
Characterization

We-2A-4 
（1）

　現状、アメリカ、EUでSIC MOS界面の物理をどう考えているかが示された講演。Ci
ダイマーが低移動度の元凶としているが今後どのように展開していくだろうか？

MOS Processing & 
Characterization 

We-1A-1
（1）

モデルが正しいのかは検証が必要だが、CP法で界面からの距離に対して酸化膜側
のトラップ密度を見積もっている所が有益だと思う。トラップと移動度の関係
については延べられなかったが、詳しく調べると重要なヒントになると思われ
る。

We-1A-5
（1）

ゲート酸化膜の初期・ランダム・摩耗故障とそれぞれの主要因の相関、さらにエピ
面ＣＭＰの効果を明確にし、unknown originの解析に新規な高感度ＣＣＤによる
破壊前兆発光の捕捉が有効であることを示した

Th-1A-2
（1）

POCl3処理を施したゲート絶縁膜信頼性を評価。高電界ストレスでは著しく信頼性は
低下すが、低電界ストレスでは予想していたよりは良い信頼性を示していた。

We-1A-2
（1）

SiC MOSFETチャネル層のホール移動度を評価。チャネル移動度の低下要因とし
て“Disordered or defected sub-surface SiC layer”の影響を示唆。

FR-2-1
（３）

　
①6インチウェハの市販も目前であるが、6インチ化のデメリットについ
  て触れた本講演は印象深かった。
②これまでのInfineon（Siemens）のSiC半導体に関する取組みを、その
  中核にいたDr.Ruppが振り返るという内容の講演。市場に急速に浸
  透しつつあるSiC SBDの開発ストーリーと、SiC半導体のこれから
  の展望が見通せる素晴らしい講演であった。
③InfineonのSiCデバイスビジネスのこれまでの苦労をさらりと述べ
  た講演。また随所にRupp氏の教養と知性が感じられて非常に感銘を受けた

Device Defects & 
Reliability 

Th-2A-1 (Invited)
（４）

　
①SiCダイオードの逆方向リーク電流に関する表面モフォロジーの影
  響を議論した論文。他の2件の発表（Th-2B-4、Mo-P-64)と合わ
  せて、そのストーリー展開と実験的な裏付けが見事。　
  非常に価値のある論文。
②ダイオードのリーク電流の原因とその影響の大きさが明らかにな
  った。
③欠陥と特性の相関丁寧調べており結果は明快であった。
④SiC SBDのリーク電流増大の原因を表面のピット起因であること
  明確化した講演。
　　

　製品レベル（Z-FETTM（CREEのMOSデバイス））での各種ゲート  酸化膜信頼性
評価を行っている。

Tu-2A-1
（３）

①Lifetime改善手法をプロセスに組み込み、特に酸化と高温アニール
　の組み合わせでZ1/2とHK0消滅を両立させ、高ゲインを実証した。
②BJTにおけるライフタイムを低下させる要因を抽出し、その各要因に
  対し改善プロセスを適用することで電流増幅率を飛躍的に向上させ
  た革新的かつ系統だった研究成果であった。
③ライフタイムに関する研究など、基礎的な研究を一つ一つ積み重ね
　ることにより、優れた特性を持ったBJT作製に成功している。

Fr-1A-4
（1）

SiC-MOSFET等のユニポーラ素子では成し得ない15kV耐圧を有するSiC-IGBTの作製に
成功し、超高耐圧SiCバイポーラ素子の優位性を実証した新規性の極めて高い研究で
あった。

MOSFETs 

Mo-3A-3
（1）

SiCデバイスの高温動作の評価を行っているので，同様なアプローチとして印象に残
った。ゲート閾値電圧変化等のデータも示されていて参考になった。

IP-2
（1）

スイッチング波形のリンギングまででていたので，実際の測定波形として信ぴょう
性があるものとして見ました。

Mo-P-81
（1） SiC MOSFETのオン抵抗低減が遂に大台に達した。これ以上は限界か。
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